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Abstract (en)
[origin: WO8707400A2] A mask (10) useful in masked ion beam and x-ray lithography is prepared from a polished wafer (12) of crystalline silicon
by adding a top layer of silicon (18) having a p-type dopant of an ionic size less than silicon, applying silicon nitride layers to the top (14) and
bottom (16) surfaces, selectively etching a window (24) from the bottom surface (16) up to the layer (18) of p-doped silicon to form a doped silicon
membrane in tension, etching a pattern in the layer of silicon nitride (20) on the top surface (14), and then etching an exposure pattern partially
through the membrane of p-doped silicon. The resulting mask is substantially monolithic, consisting primarily of a single material that does not
experience significant internal distortion stresses due to thermal expansion mismatch during later heating and cooling when exposed to an ion beam
or x-rays.

Abstract (fr)
Un masque (10) utile dans des techniques de lithographie par rayons X et par faisceaux ioniques masqués est préparé a partir d'une tranche polie
(12) de silicium cristallin en ajoutant une couche supérieure de silicium (18) ayant un dopant de type p de taille ionique inférieure au silicium, en
appliquant des couches de nitrure de silicium sur les surfaces supérieure (14) et inférieure (16), en formant par attaque chimique sélective une
fenétre (24) sur la surface inférieure (16) jusqu'a la couche (18) de silicum a dopage p pour former une membrane de silicium dopée en tension, a
former par attaque chimique un motif dans la couche de nitrure de silicium (20) sur la surface supérieur (14), puis a former par attaque chimique
un motif d'exposition traversant partiellement la membrane de silicium a dopage p. Le masque résultant est sensiblement monolithique et consiste
essentiellement en une seule matiére ne subissant pas de contraintes de distorsion internes significatives dues a une discordance d'expansion
thermique pendant le chauffage et le refroidissement ultérieurs lorsqu'il est exposé aux faisceaux ioniques ou aux rayons X.
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